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года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений 
и поправок —  в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае 
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ. 
ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Система параметров

Integrated circuits. Storage devices. Parameters 
systems

Дата введения — 2024—03—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и модернизируемые инте

гральные микросхемы запоминающ их устройств (далее —  запоминающие устройства) и устанавливает 
состав параметров и типовых характеристик, подлежащих включению в технические условия (ТУ) или 
стандарты на запоминающие устройства конкретных типов при их разработке или пересмотре.

Настоящий стандарт следует применять для выбора параметров при разработке технических за
даний на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, программ испытаний опытных 
образцов.

Настоящий стандарт предназначен для применения предприятиями, организациями и другими 
субъектами научно-хозяйственной деятельности независимо от форм собственности и подчинения, а 
также федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, участвующими в раз
работке, производстве, эксплуатации запоминающих устройств в соответствии с действующим законо
дательством.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 57435 Микросхемы интегральные. Термины и определения
ГОСТ Р 57441 Микросхемы интегральные. Термины, определения и буквенные обозначения 

электрических параметров

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, 
на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное
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3 Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 57435, ГОСТ Р 57441, а также следу

ющие термины с соответствующими определениями:
3.1.1 время фронта нарастания сигнала *Нарвх0 1: Интервал времени, в течение которого на

пряжение на входе интегральной микросхемы изменяется с первого достижения уровня 0,1 до первого 
достижения уровня 0,9 установившегося значения.

3.1.2 время фронта спада сигнала fcn вх 1 0: Интервал времени, в течение которого напряжение 
на входе интегральной микросхемы изменяется с первого достижения уровня 0,9 до первого достиже
ния уровня 0,1 установившегося значения.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
И2Л —  интегральная инжекционная логика (структура);
МДП —  металл-диэлектрик-полупроводник (структура).

4 Классификация
Интегральные микросхемы запоминающих устройств подразделяют на классификационные груп

пы в соответствии с таблицей 1.

Т а б л и ц а  1

Наименование группы Обозначение
классификационной группы

Оперативные запоминающие устройства (ОЗУ) 1

Матрицы оперативных запоминающих устройств (матрицы ОЗУ) 2

Постоянные запоминающие устройства (ПЗУ) 3

Постоянные запоминающие устройства с возможностью однократного програм- 4
мирования (ППЗУ)

Матрицы постоянных запоминающих устройств (матрицы ПЗУ) 5

Постоянные запоминающие устройства с возможностью многократного электри- 6
ческого перепрограммирования (РПЗУ)

Постоянные запоминающие устройства с ультрафиолетовым стиранием и элек- 7
трической записью информации (РПЗУ с УФ-стиранием)

Ассоциативные запоминающие устройства 8

5 Система параметров
5.1 Состав параметров запоминающ их устройств и способ задания норм приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

Наименование параметра

Буквенное обозначе
ние параметра

Параметры, 
подлежащие 

обяза
тельному 

включению 
в ТУ

Способ
задания
нормы

Обозначе
ние класси
фикацион
ной группы

Примечание

Русское Междуна
родное

1 Параметры запоминающих устройств

1.1 Выходное напряжение ^вых Uо — Р, ОП 1—8 —

1.2 Выходное напряжение 
низкого уровня

^вых.н U OL + ОП 1—8 —

1.3 Выходное напряжение 
высокого уровня

^вых.в и он + ОП 1—8 —

2
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Продолжение таблицы 2

Наименование параметра

Буквенное обозначе
ние параметра

Параметры, 
подлежащие 

обяза
тельному 

включению 
в ТУ

Способ
задания
нормы

Обозначе
ние класси
фикацион
ной группы

Примечание

Русское Междуна
родное

1.4 Напряжение питания в ре
жиме хранения

Цгхр U CCS — ОП 1,2, 8 —

1.5 Входной ток ^вх h — о п 1—8 —

1.6 Входной ток низкого уровня ^вх.н U l
+ ОП 1—8 —

1.7 Входной ток высокого 
уровня

^вх.в U h
+ Р, о п 1—8 —

1.8 Выходной ток высокого 
уровня

^вых.в l OH
+ Р, о п 1—8 Для микросхем 

с открытым коллек
тором

1.9 Ток потребления Ают l c c
+ р о п 1—8 —

1.10 Ток потребления /-го ис
точника питания

AlOT / l CC\ + о п 1, 3, 4, 
6—8

Для микросхем 
с несколькими ис

точниками питания

1.11 Динамический ток потре
бления

Апот.дин l c c o
+ о п 1—8 —

1.12 Ток потребления в состо
янии «Выключено»

Ают.выкп l c c z — о п 1—8 Для микросхем 
с тремя состоя

ниями на выходе

1.13 Ток потребления в режи
ме хранения

Ают.хр ^ c c z
+ о п 1—8 —

1.14 Ток утечки высокого 
уровня на входе

^ут.вх.в + о п 1—8 Для МДП-микросхем

1.15 Ток утечки низкого уров
ня на входе

■̂ ут.вх.н h  LL
+ о п 1—8 То же

1.16 Ток утечки на выходе - у̂т.вых Io L — о п 1—8 »

1.17 Ток утечки низкого уров
ня на выходе

^ут.вых.н JOLL
+ о п 1—8 »

1.18 Ток утечки высокого 
уровня на выходе

^ут.вых.н JOLH
+ о п 1—8 »

1.19 Выходной ток в состоя
нии «Выключено»

^ВЫХ.ВЫКЛ

NО
*—i — о п 1—8

Для микросхем 
с тремя состояния

ми на выходе

1.20 Выходной ток низкого 
уровня в состоянии «Выключено»

^ВЫКЛ.Н l OZL + оп 1—8

1.21 Выходной ток высокого 
уровня в состоянии «Выкючено»

-^ВЫКЛ.В l OZH
+ оп 1—8

1.22 Ток сигнала стирания с̂тр l PR
+ р 6 —

3
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Продолжение таблицы 2

Наименование параметра

Буквенное обозначе
ние параметра

Параметры, 
подлежащие 

обяза
тельному 

включению 
в ТУ

Способ
задания
нормы

Обозначе
ние класси
фикацион
ной группы

Примечание
Русское Междуна

родное

1.23 Ток сигнала программи
рования

Aip ^ERA + Р 4, 6, 7 Для микросхем, име
ющих вывод «про
граммирование»

1.24 Время выборки 'в + ОП 1—7 —

1.25 Время выборки адреса 'в.а Wa) + ОП 1—7 —

1.26 Время выборки разре
шения

в̂.р *А + ОП 1—7 —

1.27 Время восстановления в̂ос fREC — ОП, Р 1—8 —

1.28 Время хранения инфор
мации при отключенном питании

*хр1 ŝc 1 + ОП 6, 7 —

1.29 Время хранения инфор
мации при включенном питании

х̂р2 Ч 2 + ОП 6, 7 —

1.30 Время поиска *п — + ОП 8 —

1.31 Время регенерации р̂ег *REF + ОП 1 Для динамических 
ОЗУ

1.32 Потребляемая мощность Р' пот pcc + ОП 1—8 —

1.33 Потребляемая мощность 
/'-го источника питания

рпот/ PCCi + ОП 1, 3, 4, 
6—8

Для микросхем с 
несколькими источ

никами питания

1.34 Удельная потребляемая 
мощность

р' пот.уд ОО0. — ОП 1—8 —

1.35 Динамическая потребля
емая мощность

рпот.дин pcco — ОП 1—8 —

1.36 Потребляемая мощность 
в режиме хранения

р' пот.хр p ccs — ОП 1—8 —

1.37 Входная емкость о го X 4 + ОП 1—8 —

1.38 Выходная емкость р̂вых Co + ОП 1—8 —

1.39 Число циклов перепро
граммирования

Nu n cy + ОП 6, 7 —

1.40 Информационная ем
кость

Q Q/A/F + н 1—8 —

1.41 Число информационных 
слов

Q Q + н 1—8 —

1.42 Число разрядов в ин
формационном слова

п n + н 1—8 —

1.43 Коэффициент програм
мируемости

кпр K PR + ОП 4 —

2 Параметры режима эксплуатации и измерений

2.1 Напряжение питания ч У-СС + HP, н 1—8 —

4
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Продолжение таблицы 2

Наименование параметра

Буквенное обозначе
ние параметра

Параметры, 
подлежащие 

обяза
тельному 

включению 
в ТУ

Способ
задания
нормы

Обозначе
ние класси
фикацион
ной группы

Примечание

Русское Междуна
родное

2.2 Напряжение /-го источни
ка питания

4 v U CCi
+ HR Н 1, 3, 4, 

6—8
Для микросхем с 

несколькими источ
никами питания

2.3 Напряжение питания в ре
жиме хранения

Цтхр U CCS — ОП 1, 2, 8 —

2.4 Входное напряжение Чвх ц — R ОП 1—8 —

2.5 Входное напряжение низ
кого уровня

^вх.н " и + Р, ОП 1—8 —

2.6 Входное напряжение вы
сокого уровня

Ч * .в + R ОП 1—8 —

2.7 Напряжение сигнала про
граммирования

"пр U PR + Р 4, 6, 7 Для микросхем, 
имеющих вывод 
«программирова

ние»

2.8 Напряжение сигнала сти
рания

^ст U EAR + Р 6 —

2.9 Выходной ток ^вых lo — R ОП 1—8 Для микросхем 
И2Л — параметр

2.10 Выходной ток низкого 
уровня

•̂ ВЫХ.Н ^OL + Р, ОП 1—8 Для микросхем 
И2Л — параметр

2.11 Выходной ток высокого 
уровня

^вых.в Joh + Р, ОП 1—8 Для микросхем 
И2Л — параметр

2.12 Время установления 
входных сигналов

^уст fSU + ОП 1—8 —

2.13 Время удержания 'у *H + ОП, Р 1—8 —

2.14 Время сохранения сиг
нала

с̂х К + ОП, Р 1—8 —

2.15 Время цикла 'ц fCY — ОП, Р 1—8 Норма «Р» для 
динамических ОЗУ

2.16 Время цикла записи з̂п fCYW + ОП, Р 1,2,4, 6—8 Норма «Р» для 
динамических ОЗУ

2.17 Время цикла считывания с̂ч fCYR + ОП, Р 1—8 Норма «Р» для ди
намических ОЗУ

2.18 Время цикла стирания с̂тр *ERA + ОП 6 —

2.19 Длительность сигнала т *W
+ ОП, Р 1—8 —

2.20 Длительность сигнала 
записи

тэп T W(WR) + ОП, Р 1,2, 4, 
6—8

—

2.21 Длительность сигнала 
считывания

тсч ^W(RD) + ОП, Р 1—8 —

5
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Окончание таблицы 2

Наименование параметра

Буквенное обозначе
ние параметра

Параметры, 
подлежащие 

обяза
тельному 

включению 
в ТУ

Способ
задания
нормы

Обозначе
ние класси
фикацион
ной группы

Примечание

Русское Междуна
родное

2.22 Время фронта нараста
ния сигнала

^нар.вх.0,1 ^LHQA
+ ОП 1—8 —

2.23 Время фронта спада сиг
нала

^сп.вх.1,0 ^HL1,0 + ОП 1—8 —

2.24 Сопротивление нагрузки — ОП, HP 1—8 —

2.25 Емкость нагрузки Сн + ОП 1—8 —

П р и м е ч а н и я
1 Для указания способа задания норм на параметры применены следующие обозначения:
- Н — номинальное значение параметра;
- HP — номинальное значение параметра с двухсторонним допускаемым отклонением (разбросом);
- Р — двухсторонние границы значения параметра (разброса) без указания номинального значения;
- ОП — односторонний предел значения параметра без указания номинального значения.
2 Необходимость включения в ТУ на конкретные типы запоминающих устройств параметров, не отмеченных 

как обязательные, а также дополнительных параметров, определяет разработчик совместно с заказчиком и ос
новным потребителем.

3 В ТУ могут включаться производные параметров 1.24, 1.27, 2.12, 2.13, 2.14, буквенные обозначения кото
рых образовывают по способу, указанному в ГОСТ Р 57441.

В этом случае способ задания норм на эти параметры следует брать из таблицы 2 для соответствующего 
параметра, как основного.

4 Параметры 2.1 (2.2), 2.5, 2.6, 2.10, 2.11, 2.25 дополнительно включают в таблицу предельно допустимых и 
предельных режимов эксплуатации.

5.2 Основные классиф икационные параметры приведены в таблице 3.

Основные классификационные параметры подлежат обязательному включению в ТУ.

Т а б л и ц а  3

Наименование параметра Обозначение
классификационной группы

Информационная емкость 1—8

Количество информационных слов 1—8

Количество разрядов в информационном слове 1—8

Время выборки 1—7

Время поиска 8

Динамический ток потребления (динамическая потребляемая мощность) 1—8

Ток потребления (потребляемая мощность) в режиме хранения 1—8

Количество циклов перепрограммирования информации 6, 7

Время хранения информации при отключенном питании 6, 7

5.3 Параметры-критерии годности запоминающ их устройств в различных видах испытаний при

ведены в таблице 4.

6



Т
а

б
л

и
ц

а

ГОСТ Р 71058— 2023

со со СО 00 00 00 со
э х а о х в и А  х

т— J .

a o d o ix e c fc  х п н я а в и Ь э и о  а и а х о и а У е о а  е н 1  & 1о
о
00 J о

00 J о
00 1

о
00 со 1

a d A x B d a u w a x  и о н н э г ги я а о и  n d u  a n H a H B d x  в н 1 О 
О 00

1О
о
00 J

г—
о
00 J о

00 J о
00

1 О 
О 00 J о

00

00 со 00 CO со со 00
q io o iA ia B H B d x o o  в н

J . 1
Т— J - X т - т - J -

00 00 00 00 00 00 00
я х о о н е в х х о е э д  в н J_ J_

J -
J . J . J .

J -

xoeA dJBH  x n x o a h H d x x a u e о
00

о
00

о
00

о
00

о
00

о
00

и x is a o L fu a x  ‘х и х э э ь и н в х э 1Л1 C H naxona tfeoa  

х и х э о а и ь и о х з А  а о э в и в е  а и а х о и а У е о а  в н
1о 1О J о

1

ia o o d  и в э н и  а и а х о и а У е о а  в н 1 О 
О 00

1О
о
00 o l

о
00 J о

00 J о
00

1 О 
О 00 J о

00

00 00 00 00 00 00
B H H aLraB tf с и о н н э п и я а о и  а и а х о и а У е о а  в н

J - J - J- J . J . J . 1
в и н а и а в Ь 1 00 00 00 00 00 00 00

O J O н н э ж и н o u  o J o н d э ф э o lЛ lx в  а и а х о и а У е о а  в н X X X X X
в хА У е о а 00 00 00 00 00 00 со

aoH qLraxH Lrtf
J . J .

J -
J . J . х 7и х о о н ж в и а

и о н н э гт и я а о и
э и 8 х э и э № :о а

a o H H a w a d a o x x B d x
со 00 оо 00

1
00 00 оо

в н Т— X 1
■*- ■*- X

n t fe d s  и э У л с н в х о ^ х о 00 00 со 00 00 00 со

la d A x B d a u w a x  в и н э н э ш е и  a n a x o n a t /e o a  в н X J . т— X X X X
и и Л в х в А и и э х е  n d u  N t /a d o 00 00 оо 00 00 00 00

la d A x B d a u w a x  и о н н э ж и н о и  а и а х о и а У е о а  в н X X X х х X
и и Л в х в А и и э х е  n d u  iq t/a d o 001 001 со 00 00 00

la d A x B d a u w a x  и о н н э гт и я а о и  a M a x o n a tfe o a  в н X X X X \

В1Л|Лт О -Ю хээ ьи хэЛ хв  a n a x o n a t i'e o a  в н 1 О 
О 00

1
о

о
00

1
о

о
00

1
о

о
00

1
о

о
00

1 О 
О 00 1

00 00 00 00 00 00
B H H ad oxoA  о - ю н и э н и и  a n a x o n a t fe o a  в н

х х J- x х х 1

00 00 00 00 00 00
a o d B t/A  xN H hO H H tj'o  a n a x o n a t /e o a  в н J- J- J- J . J . х 1

00 00 00 00 00 с о

a x o o H h o d u  CHAHdBtfA в н J- J- J- J . х I

со со 00 00 00 00
a x o o H h o d u o d g n a  в н 7 7 1

т—
J . х J -

1

00 00 00 00 00 00
q x o o a n h n o x o A o d g n a  в н х J . J .

J - J - J -
1

00 00 00 00 00 00
э х и в и  n d u  я х э о х и о х э о и и э х  в н X J . X x х х

1

*  £ к со ОС аз з
1

о
1

о
1

о
К

i !
т  О- Ь § ¥  8

I I
I
о

.0 ^  
Q- О

о .
с
аз
I

CD

I
со
о
а .
>ч
01  

о .
с
аз
I

CD

о  ш

6 .

в  е§ >s 
п  О

oc
I

x
СО
s
I
X
о
н

о
хз
аз
X
о
н

со
X
I
CD

сё

о
аз
X
о
н

>s

I
CD
т

0) 2 -  q; 
S £  О

а> о
0
1
сг

СО
S

0
1
сг

03
о
C l

>s
о со

>s
о

а;
X
аз

Q.
3—
о

0
1  
СГ

со

S ir  L
со
Т-1-  Q.

аз £  

т  |
о
X
ХЗ

I
(D
S

о
X
XI

m >< 
CD ХЗ
s  m

ОL_ 3
X

ш
о 3

X

о
о .
>

с
X
о

о
X
хз

S
S
I

03 ^  о GQ I со i  v“ ' О CG >ч CU е F 00 к
оS

z r * % s о
о 2 О 6

7



О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
ли

цы
 4

ГОСТ Р 71058—2023

эхэохвиА х

эс^оххвф Х1чняиви1пэиэ аиахоиаУеоа ен

adAxBdauwax ионнэгтчаои ndu anHaHBdx вн

qxoowaBHBdxoo вн

яхооневххоеэд вн

xoeAdJBH xnxoahHdxxaije 
и xiaaouuax ‘хию эьинвхэк] CHnaxanatfeoa 
х ихэоаиьиохзА аоэвиве anaxonat^eoa вн

m o d  и ванн anaxonatfeoa вн

aMHaLraBb1 охоннэгтяаои anaxonatfeoa вн

винэиавЬ1
охоннэжинои oJoнdэфoolЛlxв anaxsHafcfeoa вн

эоняиэхииЬ1

aoHHaiAiadaoxxBdx

BxAtteoa
ихэонжвиа

ионнэпияаои
anaxonat/eoa

вн

intj’ado иэ^пo^вжAdxo 
wdAxBdauwax винэнэшеи anaxonat/eoa вн

ииЬвхвАииэхе ndu inttedo 
ndAxBdauiAiax ионнэжинои anaxonaldeoa вн

ииЬвхвАииэхе ndu nltfado 
ndAxBdauwax ионнэгтяаои anaxonatfeoa вн

BwAm охохоэиихэАхв anaxonatfeoe вн

BHHadoxoA охониэншх anaxonatfeoa вн

aodBtM х1яньоний'о anaxonatfeoa вн

HxooHhodu otAHdBtfA вн

HxooHhoduodgMa вн

HXOoaMhnoxoAodgna вн

5 ^  s эхиви ndu яхзохиохэоииэх BH

о ¥ 8 x га V
® g- 5^ cl p

s —- ■ ^ хз 0
-
&  §  О o i l
‘S i s■5 0  c  m e
к 0 

0
0 0 § 
£  £ юш >4 s 

Q. C13 Ct i

s о
2 p-o

XI0 Ю s
3" о
>4соs ^  sQ. CD m0 X b- 
H  О  Уx о ,s
CO Q . 0о. х q;

>, 2

З-
2>,т
I—и
I—
0

Оюо

i  °  Р О
ё О о °

Щ т

5 *со
О .

гат
I—о см 
0 -  т  jo го zr
х  s

1 1  
о .  2 
о ноо

О
О .
I—
0
2го
о .гос
-Q

l l
I  *
ГО ®
=■ а
0 го

^ I
S  Q -
схС

0 ^
0 t  х 2 m го н о.
О  S>s ю
о. 3 0- m
о к
=* Я 
х Я s В 3" Ё
2 о го * 
х о

ё £ 
Я I
! §  
c t ZT

m х>bi о. I—ю 0
5 10 О.
Е 0

х см

8



ГОСТ Р 71058— 2023

5.4 Состав типовых характеристик запоминающ их устройств приведен в таблице 5.

Т а б л и ц а  5

Наименование типовой характеристики Обозначение
характеристики

Характеристики, 
подлежащие 

обязательному 
включению в ТУ

Обозначение
классификационной

группы

Зависимость динамического тока потребления 
от температуры

Апот.дин- + 1—8

Зависимость динамического тока потребления 
от напряжения питания

Лют.дин W + 1—8

Зависимость динамического тока потребления 
от частоты следования импульсов тактовых сиг
налов

Ают.дин-  W — 1—8

Зависимость тока потребления в режиме хра
нения от температуры

W x p  =  Л
+ 1—8

Зависимость времени хранения информации 
при отключенном питании от количества циклов 
перепрограммирования

fx p i =  щ ) + 6, 7

Зависимость времени хранения информации 
при отключенном питании от температуры

IIQ_ + 6, 7

Зависимость времени выборки от температуры tB = f m + 1—7

Зависимость времени выборки от напряжения 
питания

' b =  T O
+ 1—7

Зависимость времени выборки от емкости на
грузки

+ 1—7

Зависимость времени поиска от температуры tB = f(T°) + 8

Зависимость времени поиска от напряжения 
питания

fn =  f (U n) + 8

Зависимость времени поиска от емкости на
грузки

I
оIIc: + 8

П р и м е ч а н и е  — Необходимость включения в ТУ характеристик, не отмеченных как обязательные, а так
же дополнительных характеристик, определяет разработчик совместно с заказчиком и основным потребителем 
запоминающих устройств.
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